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( 科目コード：8500320003JJ)

【改訂】第 1 版（2007-03-31）
【科目】電子工学
【科目分類】専門科目　【選択・必修の別】必修　【学期・単位数】通年・2 単位
【対象学科・専攻】電子情報工学科・3 年次
【担当教員】

大豆生田 利章

【授業目標・教育方針】
半導体デバイスの動作原理を定性的・半定量的に説明できるようになる。

【授業概要】
以下の各項目について学習する。
・半導体のバンド構造
・pn 接合ダイオード
・バイポーラトランジスタ
・電界効果トランジスタ
・光素子
・集積回路
・半導体メモリ

【教科書・教材・参考書 等】
大西一功・藤田実共著、『絵ときでわかる半導体デバイス』、オーム社、2002 年
その他、必要に応じてプリント配布

【授業形式・視聴覚・機器等の活用】
座学

【リンク】
http://www.ice.gunma-ct.ac.jp/~mame/kougi/denshi/

【備考】
2 年までの化学・物理・数学を理解していることが前提になる。
3 年以降の電子回路・パルス回路・LSI 設計製作を理解するために必要な科目である。

【成績評価方法】
［前期］中間試験：25%，期末試験：25%
［後期］中間試験：25%，期末試験：25%

【本校の学習・教育目標】
◎ (B) 技術的課題解決のための幅広い工学基礎の知識を身につける．
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【授業計画】（授業名：電子工学）
回数 授業の主題 内容 レポート・宿題等

1 半導体の基礎知識 電気抵抗、半導体材料
2 真性半導体
3 不純物半導体、半導体の抵抗率
4 ダイオード pn 接合の接触電位差と空乏層
5 pn 接合を流れる電流
6 拡散電流
7 空乏層の性質、トンネル効果と電子雪崩効果
8 バイポーラトランジスタ トランジスタの構造、バイアスのかけ方と動作原理
9 電流増幅率
10 等価回路
11 周波数特性、スイッチング特性
12 電界効果トランジスタ 構造と動作原理、MIS 構造の動作
13 電流電圧特性
14 MOSFET の等価回路、サブスレショルド電流
15 SOI MOSFET

16 ショットキー障壁形電界効果ト
ランジスタ

ショットキー障壁形電界効果トランジスタ

17 GaAs MESFET

18 光素子 受光素子
19 発光素子
20 集積回路 集積回路作成技術
21 バイポーラ集積回路
22 MOS 集積回路
23 MOSFET の応用 半導体メモリの種類
24 SRAM のメモリ構造
25 DRAM のメモリ構造
26 ROM のメモリ構造
27 EPROM のメモリ構造
28 EEPROM のメモリ構造
29 フラッシュメモリのメモリ構造
30 CCD 素子
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